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https://www.nasa.gov/sun
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12月

5月/7月

6月

4月/8月

3月/9月

2月/10月

1月/11月

緯度 日照最大月份 日照最小月份

日本 北緯 35° 6月 12月

台灣 北緯 23.5° 7月 1月

新加坡 北緯 1°18′ 3月/9月 6月/12月

澳大利亞 南緯 35° 12月 6月
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光能→電能

太陽光能→電能
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它現在很夯，就讓他幫忙回答嘍～
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外層有4個價電子
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想太多~哪有可能~~
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錯！電子與電洞完全消失？



22

空乏區的離子所產生的阻止電子、電洞通過接合面的力量，稱為障礙電位
（potential barrier）。

障礙電位依半導體的摻程度而定，一般而言，Ge的P-N接合面約為0.2～
0.3V，而Si的P-N接合面約為0.6～0.7V。
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太陽電池（a）未照光 與（b）照光圖
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太陽能電池典型結構例(單晶矽)
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• 電流是從高電壓往低
電壓流動。

• 斜率為電阻值。
• P點是轉折點且經由畫

繪所發現的。
• 上式歐姆定律。
• 填充因子(F.F.)= 圖

示中正方形最大值，
一般值：0.7-0.8。
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開路電壓5.184V

短路電流
4.05 mA

最大功率點
16.03mW
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矽晶棒
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6.I-V測試

1.清洗蝕刻

2.磷擴散

3.鍍抗反射層

4.網印

5.燒結

太陽能電池結構

P型矽晶圓
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粗糙表面

N型半導體(射極)

P型半導體(基極)

背電極

埋入式電極
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正面(n型面)

銀電極(銀白色的線)
為了避免遮光，使用極

細的電極

抗反射效果

背面為P型半導體
整面為具有全反射效果的鋁電極
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單晶 多晶 非晶



39


